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MEMORIA DESCRINTIVA PiRA SCLICITAR +ATENTE DE INVDHCION

EN ESPANA POR "UN METODO PARA HACER UN DEYOSITO DEBIDA-

MENTE CCHFIGURADO SCBRE UNA BASEY A NCMBRE DE STANDARD

ELECTRICA, E.4,, CON DCMICILIC EN MADRID, CALLE DE

RAMIREZ DE PRADO, N9, 5

Bste invento se refiere a un método para hzcer un de-
pbsito debidamente configurade sobre wua bass, como puede ser ro~
querido para sstablscer el interconsxionado de los diferentes ele~
mentos en un circulto semiconductor continuos

De gouerdo con ¢l invento se provee un método para de-—
positar un material con una configuracidn definida sobre una prime-
T2 base, por la condensacidn del vapor formado al ser evaporado el
material proviniente de una pelicula del mismo situada en une segun~
da base que cestd en justa posiecidn a la primera base antes menciona~
da, siendo evaporado ¢l material situado en la segunda base por la
aceidn del calor localizado por un foco convergente de cnergla ra-
diante intensa y cuya configuracidn se consiguc por el movimiento
relativo de las dos bases con respecto al foco de energia radiante,

El invento facilita un método con sl que la perfecta-

gonte definida configuracidn del moterial puedo ser "esorita"
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directamonte sobrc una basc sin necesidad de disponer proviamente
una pantalla o planﬁilla que defina la forma geométrica del depd=
sitos Esto simplifica el proceso de formacidn del depésito, toda
vez que se elimina la necesidad de preparar la pantalla y de hacerw
la desaparscer, en el caso de gue sea del tipo de las que sc adhie-
ren a la superficie,

Las caracteristicas del invento serin descritzs con re-
ferencia al método correspondicnte a la realizacidn en la forma
preforida y que consiste en hacer para la interconexién, un depdsi-
to d¢ platino ds una forma definida, sobre una base porosa semicon-
ductoras, Lia descripeién se refiere al dibujo qus se acompaila, gue
representa una cémara de vecio, con los componentes Spticos ouxilia
res necesarios para €l uso de cste método para hacer um depdsito.

Haciendo refercncia al dibujo gue se acompafia, un rayo
de radiacidn infrarrvoja, de una longitud ds onda de aproximadamente
1,15 miecras y que provienc de un resonador laser helio-neén, situa—
do en un plano paralelo y no indicado en la figura, al incidir en
un espejo dicléctrico plano 1 es desviado en direccidn nermal a wna
mesa 2 orientable sogin coordsnadas X~Y, sobre la que se halla colo-
cada en unz camara 3 una primera basoe 4 en la que ha de ser hecho
6l dopbsito, Sobre e¢sta base hay una segunda base 5 de oristal,
distanciadas unas 50 micras de la primera base 4 por un separador
6 do mica ¥ a cuya cara infarior ge ha adherido una pslicula de
platino de un espesor de aproximadamentc 1000 angstromg, La cémara
3 1o es de vacio y ccneotada por un acoplamiento eldstico a wuna
bomba (que no se indica on la figura) de cxtraccién de iones, La
radiacidn del laser penetra en la camara 3 a través de un cristal
Sptico plano 8 herméticamente unido a la cimara por wuna junta 9,
Mntes de que la radiacidén ontre en la cdmara, une lente compuesta

10, de una longitud focal dc aproximadamente 1,5 cm. la hace
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converger concentréndola en un foco de un diametro de eproxima-
damente 10 micras en la pelioula de platino 7. El laser es dis-
puesto de forma que 46 pulsacicnes de 200 watios, ccn una frecuen-
cia ds repeticidn del pico de 2 Kc/s. Esto proporcicna una densi~-
dad de energia en el foco suficiente para causar evaporacion local
do la pelicula volviendo a condensarse el platine evaporado gobre
1z primera base 4 en la parte opuesta a la zona, en que fué evapo-
radae Al ser movida la mesa orientable 2 segin las coordenadas X-Y
con respecto al foco ds radiacidén y haciendo que esta radiacidn
tenga una pulsacién de frecuencia suficientemente alta, se da ori-
gen a una linea de trazos que sé superponen,

Zn esta rezlizacidn, la primera base es un semiconduc—
tor poroso de silicio y el control de las pulsaciones del laser del
movimiento de la mesa orientable segin coordenadas son hechos de
forma que genoren lineas de una longitud y direccidn apropisdas
para establecer conexicnes eléctricas sobre la base, dando lugar
a un circuito semiconductor continuo.

Debe quedar entendido que la enterior descripeidn de
ejemplos especificos de este invento se hace, efectivemsute, a mo~
do de ejemplo, sin gue deban estos ser considerados come una limi-
tacién de su finalidad.

Bste invento corresponde a una solicitudad de patente
formulada en Inglaterra el dfa 22 de Julio de 1966, sefialada con
el nimero 33047/66 y se acoge, por tanto, a los beneficios que
oborgen los convenios internacionales vigentos,

e m m e e c FOT f o e e

Los puntos de invencidn propia y nusva gue me prescnben
para que sean objeto de csta patente de veinte afios son los sigulontess
1. Un método para hacer un depdsito debidamente configurado sobre

una base (que denominemos primera base) por la condensacién del

o/o-
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vapor formado al ser evaporado el meterial previniente de una
policula del mismo situada en wna segunda bazse que estd en justa
posicién a la primera base antes mencionada, siendo evaporado
el material situado sn la segunda base por la scciln dsl calor
localizado por un foco convergente de snergia radiants intensa
¥y ouya configuracién se consigue por el movimiento relativo de
las dos hases cen respecto al foco ds energia radiante,

Un método, de acucrdo con la reivindicacién 1, en que el rayo
de energis rediante intensa proviens de un laser,

Un método, de acuerdo con las reivindicaciones 1 6 2, en que sl
material depositado con una configuracién dada es un conductor
de slectricidad.

Un método, de acucrdo con cualquiera de las anteriores reivin-
dicaciones, en el que el mencionado depdsito de configuracidn
determinada &s una conexidn eléctrica, que establece una o va~-
rias conexiones eléctricas entre diferentes partes de la prime-
rz base,

Un método de acuerdo con cualquiera de las anteriores reivindi-
caciones, en que dicha primera base e€s una bass porosa semicon-
ductora.

Un mStodo, de acusrdo con la reivindicacidn 5, en que ¢l mato-
rial semiconductor es silicio.

Un método para efectuer el depdsito de un maferial sobre una
base sustencialmente como ka sido desorito hasta aqui, con re-
feronciz al dibujo que se aoompafia.

Un wétodo pare hacer un depdsito debidamente configurado sobre

una base.
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Tal y como se ha descrito On Ya Wemo :'ugque anteceds,

ropresentado en ¢l dibujo quc so acompaiin y a los fines especifi-
cados,
ci Bsta memoria constea dc cinoe hojas escritas por una
110 sola cara.
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